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Z-diéda — MOSFET-b6l

A Ragyio 2013/1. cikkében bemutatott zenerp6tlé aramkoroket felhasznalhatjuk otthoni ,,etalon” feszilt-
ségforrasban vagy egy kozonséges fesziiltségstabilizator aramkoérben, de akar soros fesziiltséghatarolé
kapcsolasban is. Mivel az alkalmas FET-ek széles valasztékban kaphat6k, médunkban all a konkrét fel-
adathoz sziikséges alkatrészt kivalasztani.

Az egyenaramu fesziiltségek stabi-
lizalasat két csoportba oszthatjuk.

Soros stabilizalds. A szabalyozoe-
lem a terheléssel sorosan van
kapcsolva. Ugy viselkedik, mint
egy vezérelt valtoztathato ellenal-
las, amelynek csokkenése a kime-
neti fesziiltség novekedését ered-
ményezi. A terhel6aram noveke-
dése vagy a bemeneti feszultség
csokkenése esetén a szabalyozoe-
lem ellenallasa ugy csokken,
hogy a kimeneti feszultség ne val-
tozzon. Forditott esetben, ami-
kor a terhel6aram cs6kken vagy
a bemeneti feszultség novekszik,
a kimeneti feszultség azért ma-
rad allando, mert a szabalyozoe-
lem ellenallasa megno, és azon
nagyobb fesziiltség esik.

Parhuzamos stabilizalas. A szaba-
lyozoelem a terheléssel parhuza-
mosan van kapcsolva, az ellenal-
lasanak valtozasaval azonos irany-
ban valtozik a kimeneti fesziiltség
is. Példul, ha n6 a terhel6aram
vagy csokken a bemeneti fesziilt-
ség, a szabalyozoelem ellenallasa-
nak novekedése révén a kimeneti
feszultség allando marad.

Kis feszultségek (max. 3...5 V)
stabilizalasakor vagy kisfesztltségu
Z-diodakat, vagy specialis IC-ket
hasznalnak. (Parhuzamos kapcso-
lasban a TL431xx, TL432xx soro-
zatbol, soros kapcsolasban pl. a
78Lxx sorozatbol.) Kevesen gon-
dolnak arra, hogy parhuzamos

kerrel hasznalhatok a szigetelt
gate-U, indukalt csatornaju Kkis-
teljesitményd MOSFET-ek is,
példaul a 2N700x sorozat tagjai.

Egy igy felépitett parhuzamos
fesziltségstabilizator alaparam-
kore az 1. abran lathat6. Az R el-
lenallas értékét ugyanugy kell
meghatarozni, mint egy zeneres
aramkor esetében. Az U,; kime-
nofeszultség nagysaga a FET
drainaramatol fagg. Egy 2N7000
tip. FET mérés alapjan felvett
gatefesziltség — drainaram ka-
rakterisztikaja a 2. abran talalha-
t6. Ezen megfigyelhet6, hogy 10
mA aramhoz U =2,15V, 1 mA
esetében Ug =1,9V, 0,1 mA-hez
pedig Ug = 1,5 V vezérlofeszult-
ség szukséges.

A szobanforg6 FET atviteli ka-
rakterisztikaja kifejezetten mere-
dek (eléri a 30 mA/V értéket),
valamint a kapcsolasban 100%-
os negativ fesziltség-visszacsato-
last alkalmazunk, ezért a FET-es
zenerp6tlo aramkor differencia-
lis ellenallasa relative kicsiny.
Ennek az Ry = AU,;/D; ellenal-
lasnak az értékét alapvetden a
FET atviteli karakterisztikajanak
meredeksége hatarozza meg. Az
U, értékének az U, fiiggvényé-
ben torténd valtozasat kiilonbo-
z6 R elotétellenallas-értékek ese-
tére a 3. abra mutatja (piros szi-

ni gorbék). R = 200 kohm eseté-
ben Rp = 2 kohm, R = 10 kohm
esetében Ry = 130 ohm, R = 680
ohm esetében R = 8,5 ohm.
Ezek a mérési eredmények
alatamasztjak a szoban forgo
aramkor hasznalhatosagat, hi-
szen az alacsonyfesziltségt, kis-
teljesitményd stabilizatorok dif-
ferencial ellenallasa 0,1...1 mA
aramértékek mellett Iényegesen
nagyobb. A jelen zenerpotlo
aramkor Ry ellenallasat tovabb
is lehet csokkenteni. Ehhez arra
van szilkség, hogy a gate-feszult-
ség nagyobb mértékben valtoz-
zon, mint a drainfeszultség. Eh-
hez a 4.a és a 4.b abran lathato
modon at kell alakitani a kap-
csolast. A 4.a abran az el6tétel-
lenallassal sorosan kotott poten-
ciométer teljes ellenallasa kb.
R/10. A 4.b abran kizarolag csak
egy (trimmer)potenciométert
talalunk az el6tétellenallas he-
lyén. A potenciométer segitsé-
gével beallithatunk pl. olyan ka-
rakterisztikat, amikor a gorbe
gyakorlatilag parhuzamos az X
tengellyel (ekkor Ry = 0), vagy a
gorbe sullyed6 karakterisztikaja
lesz, azaz a bemenofesziltség
novekedése esetén a kimeneti
fesziltség csokkenni fog. A fino-
mabb szabalyozasi lehetoséget a
4.a abran latjuk. A 3. abran kék

s p A PR Io A U,
feszultségszabalyozo gyanant si- o ki A
g Y gy Y Ups =5V ¢
104
3,25
+Upe 8 5 R =680
R 6- 2,25 Ri;‘_?.cl-«—'-'—’"_
2
é R = 10 koh
+Uy 44 175 4 o
—
i 1.5 — ra
R = 200 kohm
= R et e ot
15175 2 225 Ug V 2 4 6 8 10 12UnV
1. dbra 2. abra 3. abra

RADIOTECHNIKA 2021/02.



